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Opis wynalazku

Niniejsze zgtoszenie ma pierwszenstwo przed amerykanskim tymczasowym zgtoszeniem paten-
towym Nr 62/090 574, ztozonym 11 grudnia 2014 r., ktérego tre$¢ wigcza sie tu w catosci przez odnie-
sienie.

Przedmiot tu opisany odnosi sie ogélnie do kamuflowania obiektu lub grupy obiektéw chronigc
przed wykryciem, jak rowniez do sposobéw jego uzycia i wykonania. W szczegéblnosci ponizej przed-
stawiono urzadzenie o ulepszonych wlasciwosciach anty-detekcyjnych chronigcymi przed optycznymi,
radarowymi i termoczutymi systemami wykrywania.

Siatki maskujace sg wykorzystywane, w szczegdlnos$ci przez sity zbrojne, w celu ograniczenia
mozliwosci wykrywania za pomocg optycznych, elektromagnetycznych, termowizyjnych i radarowych
systemow wykrywania. Sprzet i personel mogg w ten sposéb wtopié sie w otoczenie i by¢ ukryte przed
sitami wroga.

Stosowane obecnie siatki maskujgce majg ré6zne wady, takie jak niewystarczajaca ochrona przed
obrazowaniem radarowym i termowizyjnym, a takze detekcjg optyczng, rozdarcie sie materiatu siatki
oraz catkowite zniszczenie siatki maskujgce;j.

Ponadto najcze$ciej wystepujg dwa typu siatki: tak zwane tréjwymiarowe i dwuwymiarowe. Troj-
wymiarowe siatki zazwyczaj posiadajg siatke podstawowag, do ktérej przymocowane sg materiaty zapet
niajgce. Takie materiaty zapemiajgce sg czesto powleczone tkaning o wtasciwosciach optycznych i pod-
czerwonych, ktére mogg pasowaé do spodziewanego terenu, w ktérym ma by¢ uzywana siatka. Mate-
riaty zapetniajgce moga by¢ ciete lub w inny sposéb zmieniane w celu wzmocnienia tréjwymiarowego
wygladu i mogg byé dodatkowo powlekane materiatami obnizajacymi sylwetke termiczng i radarows.
Chociaz takie materiaty zapetniajgce zapewniajg lepszy kamuflaz, czesto ulegajg zerwaniu i rozdarciu
podczas uzytkowania; mniejsza jest ich zdolno$¢ przewozowa z powodu dodatkowej, czesto ucigzliwej
masy; mniejsza jest tez wygoda konfigurowania i ustawienia.

Natomiast siatki dwuwymiarowe majg Scislejszg fakture tkaninowa lub dzianinowg bez zadnych
materiatéw zapetniajgcych. Zamiast materiatéw zapetniajgcych, wtasciwosci absorbujgce lub odbijajgce
radar mogg zostaé wbudowane w samg przedze lub zastosowane jako powtoka. Dodatkowe obnizenie
sylwetki radarowej moze zostaé osiggniete poprzez wplecenie metalowych witdkien w strukture siatki;
jednak ilo§¢ wiékien metalowych, ktére mozna wprowadzi¢ do siatki z przedzy jest zazwyczaj niewy-
starczajgca, aby odpowiednio zapobiec wykryciu przez nowoczesny sprzet radarowy. Ponadto, takie
dwuwymiarowe siatki czesto nie sg tak skuteczne w zapewnieniu wizualnego kamuflazu lub ochrony
przed wykrywaniem w podczerwieni.

Zatem, skuteczne, trwale, dogodne w przenoszeniu i szybko rozktadalne wielospektralne urza-
dzenie do kamuflazu bedzie dobrze przyjete w tej dziedzinie.

Wedtug jednego aspektu, urzadzenie do kamuflazu sktadajgce sie z siatki z wiékien, gdzie co
najmniej niektére z wiékien sg w stanie zapewnié¢ pochtanianie i/lub odbijanie i/lub rozpraszanie i/lub
przesytanie energii elektromagnetycznej; znamienne tym, ze siatka z widkien jest odksztatcana przez
co najmniej jeden ze srodkéw mechanicznych lub cieplnych, tak ze poszczegéblne widkna siatki przyj-
muja ksztatt, kt6ry jest zasadniczo nieregularny, pofatdowany lub falisty.

Wedtug drugiego aspektu, sposéb kamuflowania obiektu z uzyciem siatki maskujgcej sktadajace;j
sie z siatki wtdkien, gdzie co najmniej niektére z widkien sg w stanie zapewnic¢ pochtanianie, odbijanie,
rozpraszanie lub przesytanie energii elektromagnetycznej oraz znamienny tym, ze siatka z wtdkien jest
odksztatcana przez co najmniej jeden ze $rodkéw mechanicznych lub cieplnych, tak ze poszczeg6ine
wibkna siatki przyjmujg ksztatt, ktéry jest zasadniczo nieregularny, pofatdowany lub falisty; i polegajacy
na umieszczeniu siatki maskujgcej pomiedzy obiektem a zrédtem detekcji, przy czym zrédto detekgc;ji
wykorzystuje co najmniej jeden z systeméw optycznych, elektrooptycznych, elektromagnetycznych, ra-
darowych lub termicznych.

Wedtug trzeciego aspektu, sposéb wytwarzania urzgdzenia do kamuflazu obejmujgcy zapewnie-
nie siatki z tkaniny dzianej, przy czym siatka z tkaniny dzianej ma zasadniczo jedng warstwe; oraz de-
formowanie siatki z tkaniny dzianej za pomocg co najmniej jednego ze srodkéw mechanicznych i ter-
micznych w celu zmiany wtasciwosci elektromagnetycznych siatki z tkaniny dzianej.

Przedmiot, ktéry jest uwazany za wynalazek, jest szczegéblnie wskazany i wyraznie zastrzezony
w zastrzezeniach zawartych na kocu niniejszej specyfikacji. Powyzsze oraz inne cechy i zalety wyna-
lazku wynikajg z ponizszego szczegbtowego opisu w pofgczeniu z towarzyszgcymi rysunkami, gdzie:
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Rysunek 1 przedstawia perspektywiczny widok z gory czeéci urzadzenia do kamuflazu zgodnie
z jednym z przyktadéw wykonania;

Rysunek 2 przedstawia perspektywiczny widok z boku cze$ci urzadzenia do kamuflazu zgodnie
z jednym z przyktadéw wykonania;

Rysunek 3 przedstawia perspektywiczny widok z gory czeéci urzadzenia do kamuflazu zgodnie
z jednym z przyktadéw wykonania; oraz

Rysunek 4 przedstawia perspektywiczny widok czesci urzgdzenia do kamuflazu zgodnie z jed-
nym z przyktadéw wykonania.

Chociaz niektére przyktady wykonania niniejszego wynalazku zostang szczeg6towo pokazane
i opisane, nalezy rozumie¢, ze mozna wprowadzaé rézne zmiany i modyfikacje bez odchodzenia od
zakresu zatgczonych zastrzezen. Zakres niniejszego wynalazku nie bedzie w zaden sposéb ograni-
czony do liczby elementéw sktadowych, materiatéw, urzagdzen, uktadu wzglednego itp.; sg one przed-
stawione po prostu jako przyktad wykonania. Cechy i zalety niniejszego wynalazku sg zilustrowane
szczeg6towo na zatgczonych rysunkach, przy czym te same oznaczenia liczbowe odnoszg sie do tych
samych elementéw na rysunkach.

Tytutem wstepu do szczego6towego opisu, nalezy zauwazyé, ze w znaczeniu uzytym w niniejszym
opisie i zatgczonych zastrzezeniach, formy w liczbie pojedynczej obejmujg odniesienia do liczby mno-
giej, chyba ze kontekst wyraznie wskazuje inaczej.

Ujawniono wielospektralne urzagdzenie do kamuflazu 10, ktére ma wiasciwosci ekranowania elek-
tromagnetycznego, aby chroni¢ sprzet, pojazdy, konstrukcje, inne przedmioty i personel przed wykry-
ciem za pomocg nowoczesnego sprzetu i metod wykrywania. Przyktadowo, urzadzenie 10 moze za-
pewniaé ochrone przed wykryciem za pomocg srodkéw elektrooptycznych, elektromagnetycznych, ter-
micznych i radarowych, oprécz zapewnienia wizualnego kamuflazu dla ukrytego obiektu lub obiektéw.

Urzadzenie do kamuflazu 10 moze zapewniac¢ wizualny kamuflaz dla ukrytego obiektu. Jak zo-
stanie to oméwione bardziej szczegdtowo, mozna to osiggngé za pomocg siatki 10a o nieregularnym
wzorze w kolorach zblizonych do barw otoczenia. Siatka 10a mozna takze uformowac tak, aby miata
teksturowana lub falistg powierzchnie, dzieki czemu bedzie jeszcze bardziej nasladowac strukture i wy-
glad naturalnego $rodowiska. W ten sposéb urzgdzenie do kamuflazu 10 moze wtopi¢ sie w otoczenie
zaréwno dla przypadkowego obserwatora, jak i dla osoby przeprowadzajgcej wizualne przeszukiwanie.

Urzadzenie do kamuflazu 10 moze réwniez stanowi¢ ekran elektromagnetyczny — to znaczy moze
zapewniaé ochrone przed wykrywaniem za pomocg systeméw wykrywania elektro-optycznego, elektro-
magnetycznego, termicznego, podczerwonego i/lub radarowego. Jak zostanie to omoéwione bardziej
szczeg6towo, mozna to osiggnac za pomocy siatki 10a z pewnych wibkien, w potgczeniu z tréjwymia-
rowym teksturowaniem i réznymi opcjonalnymi powtokami.

Nawigzujac teraz do Rysunku 1, cze$¢ urzadzenia do kamuflazu 10 jest przedstawiona zgodnie
z jednym z przykfadéw wykonania. Rysunek 1 przedstawia, zgodnie z jednym z przyktadéw wykonania,
wizualne przedstawienie tego, jak moze wygladac¢ siatka 10a, gdy oglada je uzytkownik bez zadnego
powiekszenia lub wspomagania. Urzgdzenie 10 sktada sie z siatki 10a wzajemnie potgczonych widkien.
W jednym z przykfadéw wykonania, potaczone ze sobg widkna siatki 10a sg wzajemnie potgczone tech-
nikg dziania. W jednym z przyktadéw wykonania siatka z potgczonych ze sobg wtdkien zawiera szereg
witbkien pierwotnych 11.

W jednym z przyktadéw wykonania, wtékna pierwotne 11 sg dziane razem tworzac siatke 10a.
W kolejnym przykfadzie wykonania, witékna pierwotne 11 sg dziane razem tworzgc siatke 10a, ktéra jest
zasadniczo jedng warstwa siatki tkaninowej 10a. W jednym z przyktadéw wykonania, zasadniczo jedna
pojedyncza warstwa moze oznaczag, ze siatka 10a nie zawiera zadnych materiatéw zapetniajgcych ani
drugiej warstwy materiatu w celu zwiekszenia wtasciwos$ci maskujgcych. W innym przyktadzie wykona-
nia moze to po prostu oznaczaé, ze witdkna pierwotne 11 sg dziane razem w celu utworzenia jednej
tkaniny, zamiast tworzenia szeregu tkanin lub warstw tkaniny, ktére sg pdzniej tgczone ze sobag.
W innym przyktadzie wykonania moze to oznaczaé, ze wibkna pierwotne 11 nie powracaja, tj. nie ma
potozenia siatki 10a, gdzie to samo wibkno pierwotne 11 jest usytuowane na sobie, tworzac drugg war-
stwe. W kolejnym przyktadzie wykonania, podobnie jak kazda dziana tkanina lub materiat, mogg wyste-
powadé miejsca siatki 10, gdzie dwa lub wiecej widkien pierwotnych 11 zachodzi na siebie (jest to nieod-
faczne w procesie dziania); taki obszar moze nadal zawiera¢ zasadniczo jedng pojedynczg warstwe
tkaniny lub materiatu.



4 PL 234 230 B1

Siatka 10a sktadajaca sie zasadniczo z jednej pojedynczej warstwy moze zawieraé desen ma-
skujacy, jak opisano ponizej. W jeszcze innym przyktadzie wykonania siatka 10a zasadniczo z pojedyn-
czej warstwy moze byé dwustronna, z deseniem maskujgcym po kazdej stronie zasadniczo jednowar-
stwowej siatki 10a. W jednym z przyktadéw wykonania wzér kamuflazu moze by¢ taki sam lub zasadni-
czo podobny po kazdej stronie zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a. W alternatywnym przyktadzie
wykonania, rézne wzory kamuflazu mogg by¢ zawarte na réznych stronach zasadniczo jednowarstwo-
wej siatki 10a.

Przyktady wykonania z wibknami pierwotnymi 11 moga by¢ rozmieszczone w taki sposéb, ze sg
one zasadniczo réwnolegte i zasadniczo prostopadte do kazdego innego wtdékna pierwotnego 11 w kon-
cowej wersji dzianej siatki 10a. Witdkna pierwotne 11 mogg sktadaé sie z materiatu, ktéry zapewnia
skuteczne odbicie, pochtanianie, rozpraszanie fal elektromagnetycznych i/lub inne oddziatywanie z fa-
lami elektromagnetycznymi. Przyktadowo, w jednym przyktadzie wykonania, wt6kna pierwotne 11 moga
sktada¢ sie z tadsm z wibkna weglowego. W innym przyktadzie wykonania, wtékna pierwotne 11 mogg
by¢ wykonane z nanorurki z wibkna weglowego. Mozna réwniez uzy¢ innych podobnych materiatéw.

Tasmy z wibkna weglowego mogg by¢ z dowolnego rodzaju wibkna weglowego. Jeden rodzaj
zastosowanego wtbkna weglowego moze by¢ linkg ciggtg utworzong z szeregu pojedynczych widkien
weglowych. Wokét szeregu pojedynczych widkien weglowych mozna zastosowacé powtoke. Widkna we-
glowe w lince moga mie¢ dowolny odpowiedni rozmiar. Co wiecej, wibkno weglowe moze by¢ turbosta-
tyczne lub grafitowe lub by¢ hybryda tych struktur. W zaleznosci od wybranego typu i struktury, wtékno
weglowe moze mieé rézng wytrzymato$é na rozcigganie, ré6zny wspétczynnik sztywnosci (modut Yo-
unga), rézne poziomy przewodnictwa cieplnego, r6zne wtasciwosci elektryczne, wtasciwosci optyczne
lub twardos¢.

Podobnie, mozna stosowaé rézne nanorurki z wtékna weglowego, a nanorurki mogg by¢ z metalu
lub pétprzewodnika. Mozna stosowaé nanorurki weglowe jednowarstwowe lub wieloScienne. Mozna za-
stosowaé jednoscienne nanorurki weglowe chiralne o strukturze typu ,fotel” lub ,zygzak”. Podobnie,
mozna stosowac wieloscienne nanorurki weglowe w wersji matrioszki lub pergaminu. Alternatywnie,
materiaty nanorurek moga mieé cechy struktury torusa lub nanopaczkéw. Rézne przyktady wykonania
nanorurki z wtbkna weglowego moga réwniez mie¢ ré6zne wiasciwosci, takie jak sztywnos$¢ lub modut
Younga, wytrzymato$¢ na rozcigganie, twardos¢, witasciwosci elektryczne, wiasciwosci optyczne lub
przewodno$¢ cieplna.

Mozna stosowac rézne przestrzenne gestosci widkien pierwotnych 11. Okreslenie gesto$é prze-
strzenna odnosi sie do odstepu wibkien pierwotnych 11 lub do ilosci wiékien pierwotnych 11 obecnych
w okreslonym obszarze siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10. Przyktadowo, ksztatt urzgdzenia do
kamuflazu 10 moze zawieraé pieé wibkien pierwotnych 11 rozmieszczonych w zasadniczo réwnolegtym
kierunku na cal siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10. Inny przyktad wykonania moze zawiera¢ dziesieé
wibkien pierwotnych 11 na cal lub pietnascie wibkien pierwotnych 11 na cal. Alternatywnie, przykfad
wykonania moze zawiera¢ mniej niz pieé¢ widkien pierwotnych 11 na cal, wiecej niz pietnascie widkien
pierwotnych 11 na cal, lub dowolng odpowiednig ilo§¢ wtbkien pierwotnych 11 na cal, wedtug potrzeb.
Gestos¢ przestrzenna moze byé réwniez mierzona liczbg wiékien pierwotnych 11 w danym calu kwa-
dratowym - ten pomiar bedzie koniecznie obejmowaé zaréwno zasadniczo réwnolegte jak i zasadniczo
prostopadte widkna pierwotne 11, to znaczy, jakiekolwiek wtbékna pierwotne 11, niezaleznie od kierunku
lub orientacji. Gestos¢ przestrzenna (czy odlegtos¢ lub ilosé wibkien w okre$lonym obszarze) moze byé
zmieniana dla dowolnego materiatu uzywanego dla widkien pierwotnych 11.

Oprécz zmiany zageszczenia przestrzennego witdkien pierwotnych 11, przyktady wykonania urza-
dzenia do kamuflazu 10 moga réwniez obejmowaé wiékna pierwotne 11 o ré6znej masie wtbkna. Okre-
Slenie masa wibkna moze oznaczaé gestosé liniowag (masa na jednostke dtugosci) lub liczbe wiékien na
przedze. Przyktadowo, wtbkna pierwotne 11 moga byé wykonane z taSm widkien weglowych o ré6znych
ciezarach na metr kwadratowy (lub dowolng inng miare dtugosci lub powierzchni), takich jak siedem
uncji na jard, jedenascie uncji na jard lub dowolng inng mase na jard. Podobnie, wibkna pierwotne 11
mogq by¢ wykonane z r6znych gatunkéw wibkna weglowego w oparciu o liczbe widkien, czyli jako za-
wierajgce 1,000, 3000, 6000, 12000, 24000, 50 000 lub dowolng inng liczbe pojedynczych wibkien we-
glowych. Masa witbkna (liczona jako gesto$¢ liniowa czy liczba wtkien na przedze) moze by¢ zmieniana
dla innych materiatéw w taki sam sposéb, jak w przypadku wtékna weglowego, jak opisano. Zatem
nalezy rozumieé, ze zwiekszona masa witdkna moze oznaczaé uzycie ciezszego wibkna o tej samej
szerokosci lub szerszego wtbkna (wicksza powierzchnia patrzac w orientacji z Rysunku 1) jako widkien
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pierwotnych 11. Podobnie, zmniejszona masa wtbkna moze oznaczaé, ze wibkna pierwotne 11 sg wez-
sze (mniejsza powierzchnia patrzgc w orientacji z Rysunku 1) lub ze stosuje sie lzejsze wtokno, nawet
jesli szeroko$¢ pozostaje taka sama.

W jednym przyktadzie wykonania mozna réwniez przewidzieé szereg pierwszych witdkien no-
Snych 12. Pierwsze witbkna no$ne 12 mogg mieé orientacje podobng do wibkien pierwotnych 11. Na
przyktad, pierwsze wiékna nosne 12 mogg by¢ rozmieszczone tak, ze kazde z nich wydaje sie byé
jednym z zasadniczo rownolegtych i zasadniczo prostopadtym do kazdego wiékna pierwotnego 11, co
widaé na Rysunku 1. Te pierwsze witdkna nosne 12 mogg zatem wygladaé zasadniczo réwnolegle
i zasadniczo prostopadle do kazdego wiékna pierwotnego 11, jak réwniez do kazdego innego pierw-
szego wtdkna nosnego 12, patrzac z perspektywy przedstawionej na Rysunku 1.

W kolejnym przyktadzie wykonania, wibkna pierwotne 11 i pierwsze wi6kna nosne 12 sg dziane
razem tworzgc siatke 10a sktadajgcy sie zasadniczo z jednej pojedynczej warstwy, jak opisano wcze-
$niej. W jednym z przyktadéw wykonania, zasadniczo jedna pojedyncza warstwa moze oznaczaé, ze
siatka 10a nie zawiera zadnych materiatdéw zapemiajgcych dla zwiekszenia wiasciwosci maskujgcych.
W innym przyktadzie wykonania moze to po prostu oznaczagé, ze wtdkna pierwotne 11 i pierwsze wibkna
nos$ne 12 sg dziane razem w celu utworzenia jednej tkaniny, zamiast tworzenia dwo6ch tkanin lub warstw
tkaniny, ktére sg p6zniej faczone ze sobg.

Pierwsze wtékna no$ne 12 mogg by¢ wykonane z dowolnego odpowiedniego materiatu. W jed-
nym przyktadzie wykonania mozna zastosowac rodzaj poliestru, rodzaj poliamidu lub podobny mate-
riat. Alternatywnie, pierwsze wtékna no$ne 12 moga by¢ mieszaning lub mieszanka dowolnego z tych
materiatébw. Ponadto, pierwsze wibkna nosne 12 mogq by¢ z tego samego materiatu co wiékna pier-
wotne 11. Pierwsze wibkna no$ne 12 mogg zatem réwniez mie¢ r6zng sztywnos$ ¢ lub modut Younga,
wytrzymato$é na rozcigganie, twardosé, witasciwosci elektryczne, wtasciwosci optyczne lub przewod-
nos$¢ cieplna.

Mozna réwniez zastosowacé szereg drugich wiékien nosnych 13. Drugie wtbékna nosne 13 moga
by¢ utozone w podobny wzér, jak wibkna pierwotne 11 i pierwsze widkna nosne 12, tj. mogg réwniez
wygladaé jako zasadniczo réwnolegte i prostopadte do witdkien pierwotnych 11 i pierwszych wibkien
nos$nych 12, patrzgc zgodnie z przyktadem wykonania z Rysunku 1. W jednym z przyktadéw wykonania,
drugie wiékna nosne 13 mogg by¢ utozone tak, ze wydajg sie by¢ zasadniczo réwnolegte lub zasadniczo
prostopadte do kolejnego drugiego wiékna nosnego 13, ale usytuowane sg zasadniczo pod kgtem czter-
dziestu pieciu stopni do wtdkien pierwotnych 11 i pierwszych widkien nosnych 12. Inne katy moga by¢
réwniez stosowane w razie potrzeby.

Drugie wi6kna no$ne 13 mogg by¢ wykonane z dowolnego odpowiedniego materiatu. W jednym
z przyktadéw wykonania, drugie wtékna nosne 13 mogg byé z tego samego materiatu, co pierwsze
witbkna nosne 12 lub z tego samego materiatu, co wibkna pierwotne 11. Pierwsze witdkna nosne 12
mogq zatem réwniez mie¢ r6zng sztywnos$é lub modut Younga, wytrzymato$é na rozcigganie, twardos¢,
wiasciwosci elektryczne, wtasciwosci optyczne lub przewodnos$é cieplng.

W jednym przyktadzie wykonania, wiékna pierwotne 11, pierwsze witdkna nosne 12 i drugie
witbkna nos$ne sg dziane razem tworzac siatke 10a sktadajgcg sie zasadniczo z pojedynczej warstwy,
jak opisano wczes$niej. W jednym z przyktadéw wykonania, zasadniczo jedna pojedyncza warstwa moze
oznaczad, ze siatka 10a nie zawiera zadnych materiatéw zapetiajgcych dla zwickszenia wtasciwosci
maskujgcych. W innym przykfadzie wykonania moze to po prostu oznaczaé, ze witdkna pierwotne 11,
pierwsze wtdkna nosne 12 i drugie wtbkna nosne 13 sg dziane razem w celu utworzenia jednej tkaniny,
zamiast tworzenia szeregu tkanin lub szeregu warstw tkaniny, ktére sg pdzniej tgczone ze soba.

W kolejnym przyktadzie wykonania, w razie potrzeby mozna dotgczyé dodatkowe widkna, takie
jak trzecie wtékno noéne lub inny rodzaj wtékna. W jeszcze innym przyktadzie wykonania, wiékna, nie-
zaleznie od ich iloéci lub przeznaczenia, mogg byé dziane w celu utworzenia siatki 10a, jak opisano
powyzej. Ponadto, w jeszcze innym przyktadzie wykonania, wibkna, niezaleznie od ich iloci lub prze-
znaczenia, moga by¢ dziane w celu utworzenia siatki 10a, ktéra zasadniczo stanowi jedng warstwe.
W jednym z przykfadéw wykonania, zasadniczo jedna pojedyncza warstwa moze oznaczag, ze siatka
10a nie zawiera zadnych materiatéw zapetniajgcych dla zwiekszenia witasciwosci maskujacych. W in-
nym przyktadzie wykonania moze to po prostu oznaczaé, ze widkna pierwotne 11, pierwsze witdkna
nos$ne 12 idrugie wtbkna no$ne 13 oraz dowolne wiékna dodatkowe sg dziane razem w celu utworzenia
jednej tkaniny, zamiast tworzenia szeregu tkanin lub szeregu warstw tkaniny, ktére sg pézniej tgczone
ze soba.
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W jednym przyktadzie wykonania, zaréwno pierwsze witdkna nos$ne 12, jak i drugie wtdkna nosne
13 i dowolne inne wtbkna mogg by¢ zastosowane w réznych gestosciach przestrzennych, jak opisano
powyzej, w odniesieniu do widkien pierwotnych 11. Zatem gestosci przestrzenne kazdego typu witdkien
mog3 byé rézne w réznych przyktadach wykonania siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10.

Podobnie, rézne masy pierwszych wiékien nosnych 12 i drugich witdékien nosnych 13 moga byé
stosowane jak opisano powyzej w odniesieniu do wibkien pierwotnych 11. Zatem masy kazdego typu
wibkien mogg byé rézne w réznych przyktadach wykonania siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10.

Dodanie pierwszych wiékien nosnych 12 albo drugich wiékien noénych 13 albo obu, moze daé
rézne korzysci. Podobnie, dodanie jakichkolwiek dodatkowych wibkien moze przynie$é korzysci. Jedno
lub oba pierwsze witdkna nosne 12 i drugie witdkna nosne 13 mogq zapewniaé podparcie dla witdkien
pierwotnych 11 lub stuzyé do utrzymywania wiékien pierwotnych 11 na miejscu w dzianej siatki 10a.
Ponadto, jak oméwiono bardziej szczegbtowo ponizej, pierwsze widkna nosne 12 i/lub drugie witdkna
nosne 13 mogg zapewni¢ wiecej powierzchni w zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a do przyjecia
farb, barwnikéw, pigmentéw, obrazéw, wzoréw i innych elementéw wizualnego kamuflazu; zapewnic
wiecej powierzchni dla powtok i obrobki chemicznej, ktére mogag zwiekszaé ochrone przed wykrywaniem
elektrooptycznym, elektromagnetycznym, termicznym, podczerwonym i/lub radarowym; zapewnié wy-
trzymato$é na rozcigganie i elastyczno$é w zasadniczo jednowarstwowe;j siatki 10a; i/lub zapewnig trwa-
to$¢ siatki 10a. Dodatkowo, w jednym przyktadzie wykonania, pierwsze wtékna nosne 12 i/lub drugie
wibkna no$ne 13 moga byé bardziej elastyczne niz wibkna pierwotne 11, szczegolnie jezeli widkna pier-
wotne 11 sg z widkien weglowych lub nanorurek weglowych. W jednym przyktadzie wykonania, pierw-
sze wtdkna nosne 12 i/lub drugie widkna nosne 13 mogg byé przydatne w zapewnieniu i utrzymaniu
tréjwymiarowej, teksturowanej struktury jednowarstwowej siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10.

Jak juz opisano, w jednym z przyktadéw wykonania dziana siatka 10a sktada sie z jednej tkaniny,
to jest zasadniczo z jednej pojedynczej warstwy tkaniny lub materiatu. Urzgdzenie do kamuflazu 10,
ktére ma jedng pojedynczg warstwe tkaniny, moze wykazywaé pewne wlasciwosci maskujgce, zwtasz-
cza w odniesieniu do $rodkéw wykrywania elektromagnetycznego, podczas gdy teksturowane lub tréj-
wymiarowe urzgdzenie do kamuflazu 10 moze wykazywac r6zne lub zmienione wiasciwosci maskujace.
Tak wiec, dla wielu celéw moze by¢ preferowane teksturowane lub tréjwymiarowe urzgdzenie do kamu-
flazu 10. Jednak teksturowane i trojwymiarowe urzgdzenia do kamuflazu majg wady, takie jak te, oma-
wiane w tle wynalazku. Dlatego w jednym przyktadzie wykonania siatka 10a moze by¢ odksztatcana
w celu zapewnienia dodatkowych wtasciwo$ci maskujgcych, jak opisano ponizej.

W jednym przyktadzie wykonania uktad widkien pierwotnych 11, pierwszych wiékien nosnych 12
i drugich widkien nosnych 13 (jak réwniez dowolnych innych wybranych widkien) jest zasadniczo regu-
larny na catej powierzchni zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a urzgdzenia 10. Przyktadowo, pod-
czas gdy odlegtosci miedzy dowolnymi wibknami mogg nie by¢ doktadne lub precyzyjne, wibkna moga
by¢ umiejscowione w zasadniczo regularnych odstepach w celu zapewnienia, ze cate urzgdzenie 10
generuje rownomierng ochrone na catej zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a i ze zadna cze$é nie
daje gorszej ochrony. Podczas gdy mozna stosowaé bardziej nieregularne odstepy, moze woéwczas
zaistnieé potrzeba podjecia innych srodkéw ostroznosci, aby zapewnié, ze cata powierzchnia siatki 10a
urzgdzenia do kamuflazu 10 zapewnia zadowalajacg ochrone kamuflazowg zaréwno dla wizualnego,
jak i niewizualnego $rodka detekdji.

Zasadniczo jednowarstwowa siatka 10a potgczonych, dzianych wiékien opisanych powyzej moze
stworzy¢ zasadniczo ptaski lub zasadniczo dwuwymiarowy produkt, w jednym przyktadzie wykonania.
Chociaz zasadniczo ptaskie lub dwuwymiarowe urzadzenie do kamuflazu 10 moze by¢ wystarczajgce
dla pewnych zastosowan, dodanie tréjwymiarowego teksturowania siatki 10a moze zwiekszy¢ ochrone
przed wizualnymi i/lub elektromagnetycznymi metodami wykrywania. Trojwymiarowe teksturowanie
moze zapewnic¢ bardziej realistyczny obraz wizualnego kamuflazu i moze dodatkowo zwiekszy¢ tenden-
cje siatki do wtapiania sie w otoczenie. Podobnie, dodanie tréjwymiarowego teksturowania moze zwiek-
szy¢ ochrone przed niewizualnym wykryciem poprzez zmiane zdolnoéci urzgdzenia do kamuflazu 10
do odbijania, rozpraszania, absorbowania, przesytania energii elektromagnetycznej lub w inny sposéb
oddziatywania z energig elektromagnetyczng. Tréjwymiarowe teksturowanie moze rowniez wspomagac
chtodzenie urzgdzenia do kamuflazu 10 i zapobiega¢ gromadzeniu nadmiaru ciepta.

W jednym przyktadzie wykonania, tré6jwymiarowe teksturowanie mozna doda¢ do zasadniczo jed-
nowarstwowej siatki 10a potgczonych, dzianych wtékien za pomocg jednego lub obu z nastepujgcych
sposobéw: odksztatcenia termiczne i mechaniczne. Na przyktad, w jednym przyktadzie wykonania, po-
faczenie naprezen mechanicznych i naprezen cieplnych jest wykorzystywana do tworzenia struktury



PL 234 230 B1 7

zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a dzianych wibkien. Na przyktad, w jednym przyktadzie wykona-
nia, siatka 10a moze by¢ mechanicznie odksztatcana przez prasowanie, wyttaczanie, skrecanie, rozcia-
ganie, $ciskanie, sktadanie, $cinanie, inne formy nacisku lub sity lub ich kombinacje. W jednym przykta-
dzie wykonania, odksztatcenie cieplne moze obejmowaé doprowadzanie ciepta do siatki. W jeszcze
innym przykfadzie wykonania, odksztaicenie cieplne moze by¢ osiggniete za pomocg temperatury
w autoklawie, procesu parowania, zestawu do podgrzewania, procesu SUPERBA TVP, innych srodkéw
lub ich kombinacji. Zastosowanie ciepta moze by¢ rézne w zaleznosci od materiatu uzytego w siatce
10a, jak réwniez preferowanego poziomu odksztatcenia.

Mozna zastosowacé rézne poziomy odksztatcenia. Na przyktad, w jednym przyktadzie wykonania,
wysoko$é odksztatcenia moze miescié sie w zakresie od 0 milimetréw do 8 milimetrow. W jednym przy-
ktadzie wykonania odksztatcenie moze by¢ zasadniczo spéjne w catej siatce 10a; na przyktad kazda
czes¢ siatki, ktéra jest zdeformowana, moze zostaé zdeformowana do tego samego stopnia. W innym
przyktadzie wykonania, odksztaicenie moze byé rézne w ré6znych miejscach siatki 10a.

W jeszcze innym przyktadzie wykonania, odstep lub odlegto$é pomiedzy zdeformowanymi cze-
Sciami siatki 10a moze by¢ r6zna. Na przyktad odlegto$¢ miedzy punktami gérnymi i doinymi moze sie
zmienia¢. W jednym przyktadzie wykonania odlegto$é moze by¢ stata w catej siatce 10a; na przykiad
odlegtos¢ od punktu gérnego do punktu dolnego moze by¢ zasadniczo identyczna w catej siatce 10a.
W alternatywnym przyktadzie wykonania odlegto$¢ moze sie zmieniaé w ré6znych punktach siatki 10a.

Zaroéwno wysokos$¢ odksztatcenia jak i odlegto$¢ pomiedzy zdeformowanymi punktami mogg by¢
wykorzystane do dostosowania wtasciwo$ci maskujgcych siatki 10a i urzagdzenia do kamuflazu 10, jak
to opisano bardziej szczeg6towo ponize;.

Zgodnie z jednym przyktadem wykonania, siatka 10a urzadzenia do kamuflazu 10 moze przybraé
falisty, pofaldowany ksztaft, jak pokazano na Rysunkach 2 i 3. (Nalezy rozumieé, ze te Rysunki stuzg
wylgcznie celom ilustracyjnym i ze mogg one nie przedstawia¢ doktadnie rzeczywistego dzianego wzoru
siatki 10a widkien.) Jak pokazano bardziej szczegbétowo na Rysunku 3, odksztatcenie moze by¢ bardziej
losowe i nieregularne w jednym przykfadzie wykonania. Jak pokazano na tych rysunkach, w jednym
przyktadzie wykonania, wtékna pierwotne 11 mogg tworzy¢ powtarzajgce sie pofaldowania, zmarszczki
lub fale, z grzbietami 21 i ztobami 22, w dzianym wzorze zasadniczo jednowarstwowej siatki 10a. Pierw-
sze witbkna nosne 12 i drugie wibkna nos$ne 13 zasadniczo jednowarstwowej siatki10a mogg réwniez
mie¢ podobne tréjwymiarowe struktury w jednym przyktadzie wykonania ze wzgledu na proces odksztal-
cania. W dodatkowym przykfadzie wykonania, pierwsze wtékna nosne 12 i/lub drugie wtékna nosne 13
mogq by¢ bardziej podatne na odksztatcanie niz widkna pierwotne 11 w zaleznoéci od zastosowanych
materiatéw, a zatem mogg one byé mniej odporne na odksztatcanie i mie¢ réwniez mniejszg tendencje
do zachowywania ich pierwotnej orientacji. Tak wiec, zgodnie z jednym przyktadem wykonania, pierw-
sze widkna noéne 12 i/lub drugie widkna nosne 13 mogag stuzyé do utrzymywania widkien pierwotnych
11 w zdeformowanym, teksturowanym, tréjwymiarowym ksztaicie z wiekszym powodzeniem, niz gdyby
uzyto tylko widkien pierwotnych 11 w dzianej siatki 10a. W alternatywnym przyktadzie wykonania, pier-
wotne witbkna 11 mogg by¢ bardziej podatne na odksztatcanie niz jedno lub oba pierwsze witékna nosne
12 i drugie wibkna noé$ne 13. Zatem, w réznych przyktadach wykonania, r6zne wtékna mogg mieé wiek-
szg elastycznos$¢ lub wiekszg zdolno$¢ do zachowania swojego ksztattu pod wptywem naprezen, po-
wodujgc odksztatcenie tylko niektérych widkien w jednowarstwowej siatki 10a.

W jednym z przyktaddédw wykonania, zdeformowana jednowarstwowa dziana siatka 10a moze za-
pewni¢ zaawansowane wiasciwo$ci maskujgce, przenosnosc, trwatosé i fatwos¢ uzycia w stosunku do
innych systeméw kamuflujgcych, ktére wykorzystujg szereg réznych warstw tkaniny lub materiatu. Po-
dobnie zdeformowana jednowarstwowa dziana siatka 10a moze zapewni¢ zaawansowane wtasciwosci
maskujgce, przeno$nose¢, trwatosé i tatwosé uzytkowania w stosunku do innych systeméw maskujgcych,
ktére wykorzystujg odksztatcone produkty, poniewaz te inne systemy sktadajg sie zazwyczaj ze sztyw-
nych materiatéw, ktérych nie mozna stosowaé podobnie do siatki 10a lub siatki maskujgcej wedtug ni-
niejszego zgtoszenia.

Tréjwymiarowe teksturowanie dzianej siatki 10a za pomocg termicznego i/lub mechanicznego
odksztatcenia moze bezposrednio wptywac na jedng lub wiecej wiasciwosci ekranowania elektromagne-
tycznego urzadzenia do kamuflazu 10. Na przyktad, wedtug jednego przyktadu wykonania, wysoce zde-
formowana, wysoce tréjwymiarowa siatka 10a sktadajgca sie zasadniczo z jednej pojedynczej warstwy
zwiekszy losowe odbicie i rozproszenie fal elektromagnetycznych przez urzgdzenie do kamuflazu 10. To
odksztatcenie moze zatem zmniejszy¢ ilo$¢ promieniowania elektromagnetycznego powracajgcego do
odbiornika radarowego lub innego urzgdzenia wykrywajgcego, minimalizujgc przekrdéj radaru i/lub profil
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elektromagnetyczny urzgdzenia do kamuflazu 10 i ukrytego obiektu. Odwrotnie, w kolejnym przyktadzie
wykonania, urzgdzenie do kamuflazu 10 zawierajgce jednowarstwowg dziang siatke 10a z mniejszymi
odksztatceniami i bardziej dwuwymiarowg konstrukcja moze mie¢ mniejsze losowe odbicie i rozprosze-
nie, a zatem mie¢ wiekszy przekréj radaru lub profil elektromagnetyczny do wykrycia.

Tréjwymiarowe teksturowanie moze réwniez wspomagaé chtodzenie urzgdzenia do kamuflazu
10 i zapobiegaé gromadzeniu nadmiaru ciepta. W jednym przyktadzie wykonania, wysoce zdeformo-
wana siatka maskujgca 10 ztozona z jednowarstwowej dzianej siatki 10a moze pomoc rozprowadzaé
ciepto rbwnomiernie na swojej powierzchni, a takze mie¢ zwickszong powierzchnie dla rozpraszania
ciepta. Ponadto, siatka 10a moze w naturalny sposéb umozliwi¢ naturalne ogrzewanie i chtodzenie po-
przez otwory lub przestrzenie obecne w siatce maskujgcej 10 w jednym przyktadzie wykonania.

Zmiana gestosci przestrzennej wibkien pierwotnych 11 i/lub ich masy wibkien moze réwniez
bezposrednio wptywac na jedng lub wiecej wtasciwosci ekranowania elektromagnetycznego urzgdze-
nia do kamuflazu 10. Na przykfad, w jednym przyktadzie wykonania, zwiekszanie gestosci przestrzen-
nej — w tym zwiekszanie liczby wtdkien na cal — lub zwiekszenie ciezaru wtdkien — czy to przy uzyciu
ciezszego witdkna lub wibkna wiekszej szerokosci — moze zwiekszy¢ absorpcje energii fal energii
wykrywajgcej. Absorpcja energii zmniejsza energie powracajacg do zrodta fali elektromagnetycznej,
tym samym zmniejszajac przekréj radaru lub inny profil elektromagnetyczny siatki 10a urzgdzenia do
kamuflazu 10. Odwrotnie, w kolejnym przyktadzie wykonania, mniejsza gestos¢ przestrzenna i/lub
mniejsza masa wibkna moze skutkowaé mniejszg absorpcjg fal elektromagnetycznych, zwiekszonym
powrotem fal elektromagnetycznych do urzadzenia wykrywajgcego i wiekszym przekrojem radaru lub
profilem elektromagnetycznym.

Podobnie, zmiana gestosci przestrzennej i/lub masy widkien pierwszych witdkien nosnych 12
i drugich widkien nosnych 13 moze réwniez wptywac na jedng lub wiecej wlasciwosci ekranowania elek-
tromagnetycznego siatki 10a urzgdzenia do kamuflazu 10. W jednym z przyktadéw wykonania, pierwsze
wibkna nosne 12 i/lub drugie widkna no$ne 13 moga rowniez odbijaé lub pochtaniac fale elektromagne-
tyczne lub w inny spos6b oddziatywaé z falami elektromagnetycznymi. Zatem, zwiekszenie gestosci
przestrzennej i/lub masy wtdkna moze wptywaé na ogdine wtasciwosci ekranowania elektromagnetycz-
nego w taki sam spos6b, jak zmiana tych samych charakterystyk widkien pierwotnych 11.

Dodatkowo lub alternatywnie, zmieniajgc gestos¢ przestrzenng lub mase widkien dowolnego
z wibkien pierwotnych 11, pierwszych wtékien nosnych 12 lub drugich wtdékien nosnych 13 lub zmie-
niajgc jedng lub wiecej cech siatki 10a — takich jak uktad, orientacja, og6lna gestosé, catkowita waga,
wzgledne proporcje ré6znych rodzajéw witdkien, ilo§€ miejsca nie zajmowanego przez zadne witdkno,
catkowity rozmiar, catkowita grubos$é, catkowita gesto$¢ itp., mozna réwniez zmieniaé jedng lub wiecej
wtasciwosci ekranowania elektromagnetycznego. Na przykfad odbijanie/rozpraszanie fali elektroma-
gnetycznej moze by¢ zaktécane, jak opisano powyzej; podobnie, mozliwosci absorpcji mogg ulec
zmianie.

Ponadto, zgodnie z jednym z przyktadéw wykonania, struktura jednowarstwowej dzianej siatki
10a urzadzenia do kamuflazu pozwala, by co najmniej cze$¢ padajgcej fali energii elektromagnetycznej
przechodzita zaréwno przez jeden lub wiecej materiatéw siatki 10a i przez puste przestrzenie w siatce
10a. Czes¢ fali elektromagnetycznej, ktéra jest w stanie przej§é, moze dotrze¢ do zamaskowanego
obiektu lub innego obszaru pod, za lub wewnatrz urzadzenia do kamuflazu 10 w jednym z przyktadéw
wykonania. W przykfadzie wykonania moze ona byé nastepnie absorbowana przez zamaskowany
obiekt, ziemie lub inne elementy, odbita/rozproszona przez zamaskowany obiekt, ziemie lub inne ele-
menty, lub moze w inny sposéb wchodzié w interakcje z zamaskowanym obiektem, ziemig lub innymi
elementami. Odbita/rozproszona cze$é moze by¢ skierowana gtéwnie z dala od zrédta (takiego jak na-
dajnik elektromagnetyczny) w jednym przyktadzie wykonania, obnizajgc wykrywany profil elektroma-
gnetyczny lub moze by¢ odbijana z powrotem w kierunku nadajnika i/lub odbiornika. Niezaleznie od
kierunku fali odbitej/rozproszonej przez zamaskowany obiekt, w kolejnym przyktadzie wykonania, fala
odbita/rozproszona moze musie¢ przejs¢ przez dziang siatke 10a urzadzenia do kamuflazu 10 po raz
drugi, aby dotrzeé do nadajnika i/lub odbiomika elektromagnetycznego. W ten sposéb dziana siatka 10a
urzgdzenia do kamuflazu 10 bedzie oddziatywac na te czesé fali elektromagnetycznej co najmniej po
raz drugi, powodujgc dalsze ttumienie i rozproszenie fali elektromagnetycznej i dalsze obnizenie profilu
elektromagnetycznego. Nalezy rozumieé, ze w co najmniej jednym przyktadzie wykonania, niektére fale
mogq podlegaé wielokrotnym przypadkom odbicia, rozproszenia lub absorpcji przez siatke 10a urza-
dzenia do kamuflazu 10.
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Zmiana jednej lub wiecej cech zasadniczo jednowarstwowej dzianej siatce 10a — takich jak uktad,
orientacja, ogoélna gestosé, ogblna waga, wzgledne proporcje réznych rodzajéw wibkien, ilos¢ miejsca
nie zajmowanego przez zadne wiokno, catkowity rozmiar, catkowita grubo$¢, catkowita gestosé itp.
moze réwniez wptywaé na wiasciwosci cieplne urzgdzenia w réznych przyktadach wykonania. Przykta-
dowo, w jednym przyktadzie wykonania, luzniej dziana cze$¢ siatki 10a moze umozliwi¢ lepsze przeni-
kanie ciepta pomiedzy powietrzem wewnatrz urzgdzenia do kamuflazu 10 a powietrzem zewnetrznym.
W alternatywnym przykfadzie wykonania, mniejszy rozmiar oczek moze zapewniaé¢ mozliwos¢ zapobie-
gania ucieczce lub przedostawaniu sie ciepta do urzadzenia do kamuflazu 10. Podobnie, r6zne rodzaje
wibkien rozwazane dla dzianej siatki 10a mogg mie¢ rézne wiasciwosci termiczne. Przyktadowo, w jed-
nym przykfadzie wykonania, wibkna mogg mie¢ rézng emisyjnosS¢ w oparciu o zastosowany materiat.
Wibkna mogg w ten spos6b emitowad, przesytaé, odbijac, absorbowad, przewodzi¢ lub w inny sposéb
oddziatywaé z energig podczerwieni w réznym zakresie w réznych przyktadach wykonania.

W jednym z przyktadéw wykonania, dodatkowe zmiany w urzadzeniu do kamuflazu 10 mozna
0siggngc¢ przez zastosowanie réznych powtok w niektérych lub w kilku pierwotnych wiéknach 11, pierw-
szych witbknach nosnych 12, drugich wtéknach nosnych 13 lub w jednowarstwowej dzianej siatce 10a
jako catosci. W rdéznych przyktadach wykonania, powtoki mogg by¢ nakfadane na wiékna przed siatkg
10a, lub mogg byé naktadane na siatke 10a w catosci, przed lub po mechanicznym i/lub termicznym
odksztatceniu. W jednym przykfadzie wykonania, powtoki mogg by¢ farbami, barwnikami, pigmentami,
zabiegami chemicznymi lub dowolnym odpowiednim materiatem. W jeszcze innym przyktadzie wyko-
nania powtoki mogq stuzy¢ do nadawania koloréw, obrazéw, wzordw itp. dla uzyskania wizualnego ka-
muflazu urzgdzenia do kamuflazu 10. Powtoki mogg réwniez stuzy¢ do zapewnienia jednej lub wiecej
dodatkowych wia$ciwosci elektromagnetycznych dla siatki 10a w urzgdzeniu do kamuflazu 10. Przykta-
dowo, w jednym przyktadzie wykonania powtoka moze by¢ materiatem pochfaniajgcym energie elektro-
magnetyczng, materiatem odbijajgcym energie elektromagnetyczng, materiatem rozpraszajacym ener-
gie elektromagnetyczng lub w inny sposéb wchodzi€ w interakcje z promieniowaniem elektromagne-
tycznym.

Dzieki stworzeniu siatki 10a z wielu rodzajow wibkien o réznych gestosciach przestrzennych
i ciezarach widkien, opcje réznych cech siatki 10a, rézne odksztatcenia docelowej siatki 10a i opcje
réznych powtok, urzadzenie do kamuflazu 10 mozna konfigurowaé w celu zapewnienia ochrony kamu-
flazowej specjalnie dostosowanej do dowolnego wybranego $rodowiska. Na przyktad dowolne opcje
rodzaju wtbkna, gestosci przestrzennej, masy witbkna, cech siatki i poziomu odksztatcenia moga by¢
taczone z wieloma innymi opcjami pozgdanych cech. W ten sposéb z fatwoscig mozna uzyskacé catko-
wicie unikalng siatke 10a i urzadzenie do kamuflazu 10 dla dowolnego $rodowiska.

W kolejnym przyktadzie wykonania unikalna siatka 10a i urzadzenie do kamuflazu 10 moga by¢
dostosowane nie tylko do wizualnego profilu kamuflazu, ale takze elektromagnetycznego profilu kamu-
flazu. Aby to osiggnac¢, mozna okresli¢ oczekiwany profil otoczenia. Profil otoczenia moze uwzgledniac
rodzaj terenu, spodziewane cechy roslinnosci i naturalne cechy elektromagnetyczne obszaru, w ktérym
bedzie stosowane urzgdzenie do kamuflazu 10. Siatka 10a i urzgdzenie do kamuflazu 10 moga nastep-
nie by¢ tak wykonane, aby zasadniczo pasowacé do parametrow wybranych w profilu otoczenia.

Siatka 10a i urzadzenie do kamuflazu 10 dopasowane do okreslonego profilu otoczenia mogag mie¢
wiele zalet w poréwnaniu z innymi urzgdzeniami maskujgcymi, ktére jedynie pochfaniajg lub rozpraszajg
jak najwiecej promieniowania elektromagnetycznego. W jednym przyktadzie wykonania siatka 10a i urzg-
dzenie do kamuflazu 10 mogg by¢ zaprojektowane tak, aby nasladowac naturalny poziom odbicia, roz-
proszenia i absorpcji Srodowiska naturalnego. W przeciwienstwie do tego urzgdzenia, niektére konkuren-
cyjne systemy maskowania moga zmaksymalizowaé absorpcje i/lub odbicie/rozproszenie — co skutkuje
powstaniem obszaru, ktory nie zapewnia wcale zadnego profilu elektromagnetycznego — tak zwanej ,czar-
nej dziury” dla radaru i innych urzadzen wykrywajacych. Taka strategia moze by¢ wystarczajgca do ka-
muflowania niektorych obiektéw przed niektérymi systemami wykrywania; jednak bardziej zaawansowane
systemy wykrywania mogg rozpoznac te anomalie. Podobnie, zapewnienie szybkosci absorpcji lub odbi-
cia, ktéra jest niezgodna z profilem otoczenia, moze oddziatywac z elektromagnetycznymi systemami wy-
krywania w wysoce skuteczny sposoéb, a zatem w efekcie zmniejszy¢é zapewniong ochrone. Z tych powo-
déw moze by¢ istotne, aby siatka 10a i urzadzenie do kamuflazu 10 rzeczywiScie odbijaty niektére fale
elektromagnetyczne z powrotem do detektora, w celu zapewnienia skutecznego kamuflazu.

Przyktadowo, w jednym przyktadzie wykonania, srodowisko pustynne moze naturalnie posiadaé
ograniczone cechy terenu, ogéiny brak roslinnoéci i oczekiwany minimalny profil elektromagnetyczny,
jak suchy piasek nie odbija dobrze fal elektromagnetycznych z powrotem do nadajnika/odbiornika — za-
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miast tego ma wysokg zdolno$é absorpcji i rozpraszania. A zatem, w jednym przyktadzie wykonania,
siatka 10a i urzadzenie do kamuflazu 10 zaprojektowane dla danego $rodowiska mogg mie¢ wysokie
odksztatcenie, aby utatwi¢ wysoki poziom losowego rozproszenia dowolnych fal elektromagnetycznych.
Ponadto, urzadzenie do kamuflazu 10 moze zawieraé wysoka przestrzenng gestos¢ witdkien pierwot-
nych 11, aby réwniez zwiekszy¢ absorpcje. W dodatkowym przyktadzie wykonania, jesli jest to poza-
dane, mozna zastosowaé powloki dla dalszego zwiekszenia losowego rozproszenia promieniowania
elektromagnetycznego, zwiekszenia absorpcji, aby dopasowac sie do koloru otaczajgcego piasku, lub
w celu zrealizowania tych wszystkich trzech opciji.

Alternatywnie, teren mokradet moze charakteryzowaé sie obfito$cig roslinnosci i profilem elektro-
magnetycznym, ktéry nie ma zbyt wielu losowych rozproszen. Tak wiec, w jednym z przyktadéw wyko-
nania, siatka 10ai urzadzenie do kamuflazu 10 zaprojektowane dla tego srodowiska mogg byé znacznie
mniej znieksztatcone, utrzymujgc wysokg gestosé przestrzenng widkien pierwotnych 11. To urzgdzenie
do kamuflazu 10 moze w ten spos6b zminimalizowac¢ losowe rozpraszanie dowolnej fali elektromagne-
tycznej, zapewniajac jednoczes$nie odpowiednie pochfanianie, aby dopasowac sie do profilu otoczenia.
Powtoki w tym urzgdzenia do kamuflazu 10 mogg mieé zielony, brgzowy lub roslinny schemat koloréw
i mogq zmieniaé jedng lub wiecej wtasciwosci elektromagnetycznych urzgdzenia do kamuflazu 10, aby
w jeszcze wiekszym stopniu zblizy¢ sie do wybranego profilu otoczenia.

Rysunek 4 zawiera schematyczne przedstawienie czesci urzgdzenia do kamuflazu 10 (zawiera-
jgcego siatke 10a) chronigcego ukryty obiekt 40. (Rysunek ten przedstawia jedynie wibkna pierwotne
11 w celu pokazania poziomu odksztatcenia siatki 10a. Pierwsze wt6kna no$ne lub drugie wibkna nosne
lub oba, albo dodatkowe wi6kna mogq by¢ réwniez przewidziane w kolejnych przyktadach wykonania).
Jak wykazano, urzgdzenie do kamuflazu 10 znajduje sie pomiedzy ukrytym obiektem 40 a formg pro-
mieniowania elektromagnetycznego, takiej jak radar, obrazowanie termiczne lub tym podobne, przesu-
wajgc sie wzdiuz linii przedstawionych wektorami 50 od miejsca pochodzenia 59.

W niektorych przyktadach wykonania co najmniej niewielka cze$¢ promieniowania 50 moze by¢
odbijana przez urzgdzenie do kamuflazu 10, a zatem moze przebiega¢ zasadniczo w kierunku pocho-
dzenia 59, jak pokazano za pomocg wektoréw 51. W zalezno$ci od przykfadu wykonania i dostosowania
danego przyktadu wykonania urzgdzenia do kamuflazu 10 (w szczeg6lnoéci w zakresie materiatu za-
stosowanego do wibkien pierwotnych 11, gestosci przestrzennej i ciezaru wtdkien tych wibékien pierwot-
nych 11 i dowolnych natozonych powtok) duza cze$é promieniowania elektromagnetycznego moze by¢
pochfaniana przez urzgdzenie do kamuflazu 10. Ponadto, zaleznie od wybranych czynnikéw, a zwtasz-
cza od poziomu odksztatcenia wybranego dla przyktadu wykonania urzgdzenia do kamuflazu 10, pro-
mieniowanie elektromagnetyczne moze byé rozproszone pod wieloma ré6znymi katami losowymi, co
pokazujg wektory 52. Wreszcie, w zaleznoéci od kombinacji powyzszych czynnikdéw, jak rowniez roz-
miaru czes$ci dzianej wybranej dla siatki 10a, czes¢ promieniowania elektromagnetycznego moze prze-
chodzi¢ przez urzgdzenie do kamuflazu 10, jak pokazujg wektory 55, gdzie moze oddziatywaé z ukrytym
obiektem 40 lub innymi przedmiotami. Cze$¢ tego promieniowania elektromagnetycznego moze zostac
pochionieta przez ukryty obiekt lub rozproszona w ziemi lub innej strukturze. Cze$¢ pokazanego pro-
mieniowania 55 przechodzac przez urzadzenie do kamuflazu 10 moze ulec rozproszeniu z ukrytego
obiektu 40 w sposéb, ktéry wymaga przejsécia przez urzadzenie do kamuflazu 10 po raz drugi, lub moze
by¢ odbita z powrotem w kierunku pochodzenia 59, co réwniez moze wymagac ponownego przejscia
przez urzadzenie do kamuflazu 10. Drugie przejscie umozliwi, aby siatka maskujaca mogta absorbowac,
rozpraszaé lub w inny sposo6b oddziatywaé z promieniowaniem elektromagnetycznym, ttumiac i obniza-
jac dowolny przekréj radaru lub profil elektromagnetyczny.

Siatka 10a i urzgdzenie 10 opisane powyzej mogg by¢ stosowane w réznych temperaturach.
W jednym przykfadzie wykonania, siatka 10a i urzadzenie 10 mogg by¢ uzyte w temperaturach tak
niskich jak minus 35 stopni Celsjusza bez jakiegokolwiek negatywnego wptywu na kamuflaz lub inne
wiasciwosci mechaniczne. W innym przyktadzie wykonania, siatka 10a i urzadzenie 10 mogg by¢ uzyte
w temperaturach tak niskich jak minus 70 stopni Celsjusza bez jakiegokolwiek negatywnego wptywu na
kamuflaz lub inne wtasciwosci mechaniczne.

W jeszcze innym przykfadzie wykonania, siatka 10a i urzadzenie 10 opisane powyzej moga za-
chowywac swoje wiasciwosci kamuflazu, nawet gdy sg mokre. Jest to postep w stosunku do wielu zna-
nych w stanie techniki urzgdzen do kamuflazu, ktére stajg sie silnie odblaskowe, gdy sg wilgotne (na
przyktad gdy pada na nie deszcz), co powoduje zmniejszone wtasciwosci maskowania wobec radaru
i innych systeméw wykrywania.
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Odksztatcona struktura jednowarstwowej dzianej siatki 10a, jak opisano powyzej, zachowuje row-
niez swoje wlasciwosci maskowania chronigc przed detekcjg termiczng i radarowa, nawet gdy systemy
wykrywania (lub zrédto energii elektromagnetycznej) sg usytuowane pod ré6znymi kgtami. Na przyktad,
w jednym z przyktadéw wykonania, jednowarstwowa dziana siatka 10a moze wykazywaé pewne wia-
Sciwosci maskujace chronigc przed detekcjg termiczng i radarowg, gdy energia elektromagnetyczna
wytworzona z systemdw wykrywania uderza prosto w siatke 10a, tj. catkowicie prostopadle do przekroju
poprzecznego siatki 10a lub kgta padania wynosi 0 stopni. W przeciwienstwie do innych systeméw ma-
skowania, w ktérych wtasciwosci maskujgce mogq sie znacznie zmienia¢ wraz ze wzrostem kata pada-
nia, w jednym przyktadzie wykonania siatka 10a moze wykazywaé zasadniczo podobne wiasciwosci
maskujgce chronigce przed detekcjg termiczng i radarowg, gdy kat padania zmienia sie nawet o £ 120
stopni ze wzgledu na odksztatcong strukture jednowarstwowej dzianej siatki 10a.

10.

11.

12.

13.

Zastrzezenia patentowe

Urzadzenie do kamuflazu, sktadajgce sie z: zasadniczo jednowarstwowej siatki z widkien,
gdzie co najmniej niektére z wibkien sg w stanie zapewni¢ pochtanianie i/lub odbijanie i/lub
rozpraszanie i/lub przesytanie energii elektromagnetycznej i radar; znamienne tym, ze siatka
z widkien ma dodane tréjwymiarowe teksturowanie i jest w ustalony sposéb odksztaicana
przez co najmniej jeden ze $rodkéw mechanicznych lub cieplnych, tak ze poszczegélne
wibkna siatki przyjmujg ksztatt, ktéry jest zasadniczo nieregulamy, pofatdowany lub falisty.
Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze siatka wykonana jest z potgczonych ze sobg
widkien.

Urzadzenie wediug zastrz. 1, znamienne tym, ze co najmniej niektére z wibkien sg wtbknami
weglowymi.

Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze co najmniej niektére z widkien sg wykonane
z nanorurek z wibkna weglowego.

Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze co najmniej niektére z witékien sg skonfigu-
rowane tak, ze sg zasadniczo réwnolegte i zasadniczo prostopadte wzgledem siebie.
Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze powtoka jest naktadana na co najmniej cze-
Sci widkien.

Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze powtoka jest naktadana na caftg siatke
z wiokien.

Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze siatka z wtdkien zawiera co najmniej szereg
wibkien pierwotnych i szereg wtbkien wtérnych.

Urzadzenie wedtug zastrz. 8, znamienne tym, ze szereg z widkien pierwotnych wykonano
z wibkna weglowego a szereg wibdkien wtérnych z innego materiatu.

Urzadzenie wediug zastrz. 8, znamienne tym, ze ponadto: szereg wtdkien pierwotnych i sze-
reg widkien wtérnych jest splecionych ze sobg tak, ze siatka tworzy jednag tkanine.
Urzadzenie wedtug zastrz. 8, znamienne tym, ze ponadto: kazde wtékno pierwotne posrod
szeregu wibkien pierwotnych jest rownolegte i zasadniczo prostopadte do kazdego innego
wibkna pierwotnego; i kazde wtékno wtérne posrdd szeregu widkien wtbrnych jest zasadniczo
réwnolegte i zasadniczo prostopadte do kazdego innego wtékna wtérnego.

Urzadzenie wedtug zastrz. 11, znamienne tym, ze ponadto szereg widkien wtdérnych jest
przesunietych o okoto 45 stopni w stosunku do szeregu wibkien pierwotnych.

Sposob kamuflazu obiektu, polegajacy na: zastosowaniu siatki maskujgcej wykonanej z za-
sadniczo jednowarstwowej dzianej z wtbkien, znamienny tym, ze co najmniej niektére z wté-
kien sg w stanie zapewni¢ pochtanianie, odbijanie, rozpraszanie lub przesyfanie energii elek-
tromagnetycznej i radar; ponadto znamienny tym, ze siatka z wiékien ma dodane tréjwymia-
rowe teksturowanie i jest w ustalony sposéb odksztatcana przez co najmniej jeden ze $rodkow
mechanicznych lub cieplnych, tak ze poszczegdblne widkna siatki przyjmujg ksztatt, ktory jest
zasadniczo nieregularny, pofatdowany lub falisty, umieszczeniu siatki maskujgcej pomiedzy
obiektem a zrédtem detekciji, przy czym zrédto detekcji wykorzystuje co najmniej jeden z sys-
teméw Srodkéw optycznych, elektrooptycznych, elektromagnetycznych, radarowych lub ter-
micznych.
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Sposob wedtug zastrz. 13, znamienny tym, ze co najmniej niektére z wtbkien sg widknami
weglowymi.

Sposob wediug zastrz. 13, znamienny tym, ze co najmniej niektére z widkien sg wykonane
z nanorurek z wibkna weglowego.

Sposob wedtug zastrz. 13, znamienny tym, ze powloka jest naktadana na co najmniej cze$ci
widkien.

Sposbéb wedtug zastrz. 13, znamienny tym, ze powtoka jest naktadana na catg siatke z wtbkien.
Sposob wykonania urzgdzenia do kamuflazu, polegajacy na: zastosowaniu siatki dzianej
z witbkien, znamienny tym, ze siatka dziana ma zasadniczo jedng pojedynczg warstwe; oraz
state odksztatcanie siatki dzianej za pomoca co najmniej jednego ze srodkdédw mechanicznych
i termicznych w celu zmiany wtasciwos$ci elektromagnetycznych siatki dzianej, przy czym za-
sadniczo jedna pojedyncza warstwa siatki jest jedyng warstwg urzgdzenia maskujgcego.
Sposob wedtug zastrz. 18, dodatkowo obejmujgcy nanoszenie powloki na siatke dziang.
Sposob wedtug zastrz. 18, znamienny tym, ze co najmniej niektére z wibkien sg wtbknami
weglowymi.

Rysunki
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